
RFT BSY34

Silizium- npn- Planar- Epitaxie- Transistor im TO-39 Gehäuse 
für den Einsatz in der Datenverarbeitung und als Kerntreiber

Wärmewiderstand Rthja ≤ 220K/W
Rthjc ≤ 60K/W

Grenzwerte

UCBO = 60V IB = 200mA
UCES = 60V  Jj = 200°C
UCEO = 40V  JS = -65°C … +200°C
UEBO = 5V Ptot = 2,6W (bei  Ja = 45°C)
IC = 600mA

Statische Kennwerte

ICBO (bei UCBO = 50V) ≤ 70nA
U(BR)CEO (bei ICEO = 10mA) ≥ 40V
U(BR)CES (bei ICES = 10uA) ≥ 60V
UCEsat (bei IC = 500mA, IB = 50mA) ≤ 1V
UBEsat (bei IC = 500mA, IB = 50mA) ≤ 1,5V
h21E (bei UCE = 1V, IC = 100mA) ≥ 25
h21E (bei UCE = 1V, IC = 500mA) ≥ 10

Dynamische Kennwerte

fT (bei UCE = 10V, IC = 30mA, f=100MHz) ≥ 250MHz
ton (bei IC = 500mA, IB1 = 50mA) ≤ 50nS
toff (bei IB2 = 25mA, RL = 80Ohm) ≤ 95nS
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